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はじめに 

我々は，超高真空(UHV)マグネトロンスパッ

タリング法を用いて，ZnS層のエピタキシャル

成長を行っている。以前，基板温度を変化させ

て成長を行ったところ，900 ºC 以上の高温にす

ることで，配向性の高い六方晶系ウルツ鉱構造

を有することが解った。 

今回は，スパッタエピタキシー法により成長

した ZnS 層の結晶構造や基板との結晶方位関

係について検討を行ったので，その結果につい

て報告する。 

実験方法 

ZnS 層の成長には，基板に 2 インチ径

-Al2O3(0001)基板を使用し，ターゲットには多

結晶 ZnSを，反応ガスには Ar(6-N)ガスを用い

た。投入電力は 50 W，基板温度は 500 ~ 960 ºC

の範囲とした。 

成長した ZnS層の評価には，X線回折(XRD)

装置，走査型電子顕微鏡(SEM)，原子間力顕微

鏡(AFM)等を用いた。 

実験結果 

成長した ZnS 層の XRD パターンを Fig.1 に

示す。Fig.1(a)の 2スキャン測定結果から，

六 方 晶 系 h-ZnS(0002) 面 又 は 立 方 晶 系

c-ZnS(111)面のピークが現れているのが解る。

また，Fig.1(b)のスキャン測定結果から，

h-ZnS(11-22)面及び c-ZnS(200)面のピークが確

認されたため，成長した ZnS 層は，ウルツ鉱

構造と閃亜鉛鉱構造が混在していることが解

った。Fig.1(b)の各面のピーク位置に対称性が

見られたが，c-ZnS(200)面においては 60º の回

転ドメインが含まれていることが解った。 

 

 

 

 

 

Fig.1 XRD patterns of ZnS layer 

[(a) 2scan，(b) scan]. 
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